
 

 

 
図 1．ランプエッジ接合部の断面 TEM 像. 

高温超伝導ランプエッジ接合上部電極層の TEM観察 
TEM observation of counter electrode of HTS ramp-edge-type Josephson junction 
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我々はランプエッジ型接合を用いた高温超伝導 SQUID を作製し、それらを用いたシステム開

発を行っている。酸化物多層構造を用いることによって超伝導乗り越え配線を含む回路構成が可

能になり、1チップ上に実現できる回路設計に自由度を持たせている。上部超伝導電極層の品質

は、接合や乗り越え配線の特性に直接影響を与える。特に結晶性が乱れやすいランプエッジ部の

状態は極めて重要である。今回、透過型電子顕微鏡（TEM）を用いてランプエッジ部の上部電極

層の状態を調査したので報告する。

絶縁層として SrSnO3（SSO）を、下部電極として SmBa2Cu3Oy（SmBCO）を使用しており、上部

電極 Er0.95La0.1Ba1.95Cu3Oy（L1ErBCO）はそれらの上に堆積される。以前我々は、段差を横切る配

線において臨界電流密度が著しく低下する問題点について報告し、改善策として斜面角度を小さ

くすることを提案した[1]。角度の大きな当時の試料(θ~30°)の断面を観察したところ、斜面

上の上部電極層は非常に乱れており、ａ軸配向した結晶粒の混在も認められた。図１に角度を浅

くして作製した試料(θ~20°)の接合部の断面 TEM 像を示す。ａ軸配向粒の混在は認められなく

なり、角度を浅くすることは配向を乱さない対策として有効であることが確認された。しかし、

なお斜面上の L1ErBCO 層には多くの明瞭な結晶粒界や異相の存在（図中 A）が確認でき、平坦な

SSO 上の L1ErBCO 層に比べて一様な層になっていないことがわかる。更なる改善に向けて、対策

が必要と考えている。
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